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บทคดัย่อ 

โครงข่ายเตตระพอดซิงก์ออกไซด(์ ITN-ZnO) ถูกเตรียมดว้ยเทคนิคออกซิเดชนัเชิงความร้อนท่ี
ใช้ ไมโครเวฟช่วย ส าหรับการประยุกต์เป็นตวัตรวจจบัแสงยูวี และตวัตรวจจบัก๊าซ โครงสร้างของ 
ITN-ZnO ถูกศึกษาโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) และกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านความละเอียดสูง (HR-TEM) ผลการวิเคราะห์โครงสร้างดว้ยเคร่ือง เอกซเรย์
ดิฟแฟรกชนั (XRD) ยืนยนัโครงสร้างผลึกของโครงข่ายเตตระพอดซิงก์ออกไซด์ เป็นแบบ วูธไซด ์
เฮกซะโกนอล ถูกพบวา่ขาของ  ITN-ZnO โตในทิศทาง [0001] ซ่ึงมีขนาดของเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
ขาในช่วง   30 ถึง 500 nm ผลของ HR-TEM เปิดเผยให้เห็นถึงบริเวณจุดเช่ือมต่อของขาระดบัอะตอม
ในระนาบ )0101(  ตวัตรวจจบัแสงยูวี และ ตวัตรวจจบัก๊าซ ถูกสร้างข้ึนโดยใช้เทคนิคการสกลีน 
ITN-ZnO ลงบนแผน่รองรับอะลูมิน่า ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 0.25 cm2 ต่อมาไดว้ดัสมบติัการตอบสนอง
ต่อแสงยูวี ภายใตค้วามเข็มแสงในช่วง  1-5 mWcm-2  ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 1 V ค่ากระแสไฟฟ้าของการ
ตอบสนองต่อแสงยูวี และอตัราส่วนของกระแสในขณะเปิดและปิดแสงของตวัตรวจวดัแบบ ITN-
ZnO  มีค่าเท่ากบั  57 μA และ17300 μA ตามล าดบั  เปรียบเทียบค่าการตอบสนองของตวัตรวจวดั 
ITN-ZnO  กับเตตระพอดซิงก์ออกไซด์ (T-ZnO) และ ผงซิงก์ออกไซด์ (P-ZnO) ผลของ ITN-ZnO  
สามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นตวัตรวจวดัยวูไีด ้แต่อยา่งไรก็ตาม ITN-ZnO  ยงัมีสมบติัทางไฟฟ้า และสมบติั
การตอบสนองต่อก๊าซท่ีโดดเด่น เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างอ่ืนๆของซิงก์ออกไซด์ ตวัตรวจวดัยูวี
และตัวตรวจจับก๊าซท่ีอุณหภูมิห้องได้เป็นตัวอย่างความส าเร็จของ  ITN-ZnO ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 
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โครงสร้างของ ซิงก์ออกไซด์ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์งานดา้นใหม่ๆ ได้อย่างกวา้งขวาง เน่ืองจาก
โครงสร้างท่ีเฉพาะของมนั 
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ABSTRACT 

Zinc oxide tetrapod networks or interlinked ZnO tetrapod networks (ITN-ZnO) 

were prepared via a microwave-assisted thermal oxidation technique for UV sensor and 

gas sensor application. The morphology of ITN-ZnO was observed using field emission 

scanning electron microscopy (FE-SEM) and high-resolution transmission electron 

microscopy (HR-TEM). X-ray diffractuion (XRD) analysis was carried out to comfirm 

the wurtzite hexagonal structure of the ITN-ZnO. It was found that the legs of ITN-ZnO 

grow along [0001] direction with the diameter ranging from 30 to 500 nm, and the 

length of about 5µm. The HR-TEM observation revealed the leg-to-leg linking by 

atomic binding at )0101(

 
plane. UV sensors and gas sensor were fabricated by 

screening the ITN-ZnO tetrapods onto a gold interdigital eletrode-coated alumina 

substrate with an area of about 0.25 cm2. The sensing property was measured under UV 

irradiation intensity from at 1-5 mW cm-2 and 1 V bias. UV photoresponse currents and 

on/off current ratio of ITN-ZnO sensors were 57 μA and 17300 μA, respectively. It 

could be seen that the UV sensing response of sensors based on ITN-ZnO was superior 

than those of ZnO tetrapod (T-ZnO) and powder ZnO (P-ZnO). These results suggest 

that ITN-ZnO is applicable for UV sensor. Moreover, this ITN-ZnO also exhibits 

unexpectedly properties of electrical and gas sensing properties when compared to other 
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ZnO morphologies. UV sensor and room temperature gas sensor with improved 

performance were demonstrated as an example. Therefore, the ITN-ZnO is one of the 

interesting ZnO morphologies that can lead to many new applications due to its novel  

properties…………………………………………………………………… 


